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本論文は，高速・高性能 MOSランダムアクセスメモリ(以下， MOSRAM) とその基本素子とな










第 3 章では，二重拡散自己整合(以下DSA) MOST 技術で実現した高利得MOS トランジスタを
4K ピットダイナミック MOSRAM及び 4K ビットスタティック MOS RAMに適用し，それぞれ60


























(2) ダイナミック MOSRAMに適用可能な二重拡散自己整合MOST を提案し，その静・動特性を解
析的に解明した。又，乙の二重拡散自己整合MOST を 4K ビットダイナミック MOSRAMに適用






(4) 5 V 単一電源64K ビットダイナミックMOSRAMの高速化・高性能化を図るために，新規に自己
整合形のディプレッションセノレを考案しさらに新規の回路方式により 100 %の電荷利用率を得ること
に成功し，工学的応用上の重要な成果を得ているロ
以上のように本論文は，高速・高性能のMOSRAMに関する多くの重要な新知見を含み，集積回路
-476-
工学並びに情報処理技術に寄与する所が大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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